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Bezeichnung: 



Lumineszenzstrahtung erzeugendes Bauelement mit gro&er 
Strahlungsausbeute 
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Pa-bentanspriiche 

'f^l T^Lumineszenzstrahliing erzeugendes Bauelement mit groSer Strah- 
^ lungsausbeute , bei dem der die Lumineszenzstrahlung abgebende 
Korper mit Kunststoff , insbesondere aus Epoxydharz, oder mit 
anderem transparenten Material, insbesondere Glas, belegt ist, 
dadurch gekennzeichnet, dafl zur ErhShung 
der Brechzahl dem Kimststoff (5) beziehungsweise anderem trans- 
parenten Material kleine Partikel (6) mit groBer Brechzahl bei- 
gefUgt sind. 

2. Bauelement nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daS die Partikel (6) aus TiOg bestehen. 

3. Bauelement nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Partikel (6) aus GaP bestehen. 

4. Bauelement nach einem der AnsprUche 1 bis 3, dadurch 
cekennzeichnet , daS die Partikel (6) einen 
Durchmesser aufweisen, der kleiner als 3 • lO*" m ist. 

5. Bauelement nach Anspinach 4, dadurch gekenn-^ 
zeichnet, daB der Durchmesser kleiner als 1 • 10" m 
ist. 
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Lumineszenzstrahlumg erzeugendes Bauelement mit grofler 
Strahltmgsausbeu-be 



Die Erfindxing betrifft ein Lumlneszenzstrahlung erzeugendes Bau- 
element mit groBer Strahlungsausbeute, bei dem der die Lumines- 
zenzstrahlung abgebende Korper mit Kunststoff , insbcsondere aus 
Epoxydharz, oder mit anderem transparenten Material, insbesondcre 
Glas, belegt ist« 

Wegen der groBen Brechzahl der fUr Lumineszenzdioden verwendeten 
Halbleitermaterialien kann nur die unter einem kleinen Wlnkel 
(ca* + 17®) zur Mormalen auf die Halbleiteroberf ISche auftreffende 
Strahlung den Halbleiterkorper verlassen. Durch Abdecken des Halb- 
leiterkorpers mit einem Kimststoff kann dieser Winkel auf ca. 
i 25® vergroflert werden* Damit wird aber noch immer keine groBe 
Strahlungsausbeute erzielt. Wunschenswert waren vieimehr Kunst- 
stoffe mit einer Brechzahl, die wesentlich grofler als 1,5 ist* 
Derartige Kunststoff e sind aber bisher noch nicht bekannt. 

Es ist daher Aufgabe der Erfindung, ein Lumineszenzstrahltong er- 
zeugendes Bauelement der obengenannten Art anzugeben, das eine we- 
sentlich erhohte Strahlungsausbeute aufveist. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemMB dadurch gelSst, da3 zur Erho- 
hung der Brechzahl dem Kunststoff beziehungsv;eise anderem transpa- 
renten Material kleine Partikel mit grofler Brechzahl beigefUgt 
sind. 
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Vorzugsweise bestehen die Partikel aus TiO^ oder ^^^^2633 191 

In einer Weiterbildung der Erfindung ist vorgesehen, daB die Par- 
tikel einen Durchmesser aufweisen, der kleiner als 3 • 10" m, 
insbesondere kleiner als 1 . 10"® m, ist. Dadurch wird erreicht, 
daB die vom Halbleiterkorper abgegebene Strahliing nicht dtirch 
Mehrfachstreiixing und Absorption zu stark gedSmpft wird. 

Mit Partikel mit grofler Brechzahl gefUllte Kunststoffe sind als 
Abdeckmittel fUr Lumineszenzdioden be senders vorteilhaft. Es ist 
Jedoch auch moglich, andere gefUllte transparente Materialien, wie 
zum Be i spiel Glaser, zu verwenden. 

Die erfindiingsgemaBe Belegung von Lumineszenzstrahlung abgebenden 
K5rpern ist nicht nur bei Lximineszenzdioden mSglicli, sondem kann 
auch bei Bauelementen verwendet werden, die mit Fotolxamineszenz 
Oder Kathodenlumiheszenz arbeiten. 

Nachf olgend wird ein Ausfilhrungsbeispiel der Erfindung an Hand der 
Zeichnung naher erlautert : 

In der Figur ist in einem n-leitenden Halbleiterkorper 1 eine 
p-leitende Zone 2 vorgesehen. Die am pn-Ubergang 3 zwischen. dem 
Halbleiterkorper 1 und der Zone 2 erzeugte Strahlung wird iiber die 
Oberfiache 4 des HalbleiterkBrpers 1 beziehungsweise der Zone 2 
abgcgeben. Zur ErhShung der Strahlungsausbeute ist auf der Ober- 
nSche 4 eine vergrBBert dargestellte Kunststoffschicht 5 aus 
E#poxydharz vorgesehen, der Partikel 6 mit einem Durchmesser klei- 
. ner als 1 - 10"^ m beigefUgt sind. Die Partikel 6 bestehen aus 
GaP und/oder TiOg* Die Oberfiache 7 der Kunststoff schicht 5 ist 
gekrUnmt Oder mit kleinen Pyramiden, Kegeln Oder ahnlichen geome- 
trischen Formen (auch xanregelmaflig) versehen. 

5 Patentanspriiche 
1 Figur 
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